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Список обозначений, сокращений и акронимов. 
A - атомный вес 
А=JS2/a – плотность (константа жесткости) обменной энергии 
AC (DC) - переменное (постоянное) поле, напряжение, ток. 
ВЧ (HF), РЧ (RF), СВЧ- высокие, радио- и сверхвысокие  частоты 
гцк, гпу, оцк – гранецентрированная кубическая, гексагональная плотноупакованная и 
объемоцентрированная кубическая (решетки). 
ДС, ДГ – доменная структура, граница 
(Л)ПЭМ – (лорентцевская) просвечивающая электронная микроскопия 
РЗ-  редкоземельные (металлы) 
ММС – микромагнитная структура 
МСМ (СМСМ, ДМСМ) –магнитосиловая (статическая, динамическая) микроскопия  
н.т.д. – условия с нормальной температурой и давлением 
ФМР –ферромагнитный резонанс 
↑↑ –параллельно ориентированные (моменты/спины/..) 
↑↓ -  антипараллельно ориентированные(моменты/спины/..) 
 
 
α - направляющий косинус (магнитного момента) 
β -силовая постоянная 
β = 1/kBT B

γ  = gμB - гиромагнитное отношение (IV) B

δ - толщина стенок доменов 
δ0=(A/K1)1/2-обменная длина (VIII) 
λ, Λ - длина свободного пробега   
λS - константа магнитострикции 
μ,μ - магнитный момент диполя (вектор); магнитная проницаемость (скаляр) 
μB =eħ/(2m)=9.27·10 А·м  (СИ), μB

-24 2
BB=eħ/(2mс)=0.927·10-20эрг·Гс-1 (СГСМ) –магнитный момент Бора (I) 

μ0 = 4π·10-7 (Гн м)-1(СИ) = 1 (СГСМ) (VI) 
ρ - удельное сопротивление [ρ,мкОмсм] = 1018[ρ,с] 
ρ- также объемная плотность заряда 
σ - удельная электропроводность,  
σ0 – поверхностная плотность энергии (стенок доменов) 
τ - время жизни, релаксации  
χ-магнитная проницаемость 
Ф(R) – межатомный потенциал взаимодействия 
Ф0=h/2e=2.06783461•10-15 Вб 
a0 = h2/me2 = 0.529 10-8 см - боровский радиус 
aj, bj -- вектора прямой и обратной решеток 
B –вектор магнитной индукции 
В = |B|, также модуль всестороннего сжатия, 
с-скорость света,  
е ≈ 1.6 10-19 Кл - заряд электрона (абсолютное значение), (е2 ≈1.44 эВ·нм) 
E - энергия (электрона);  
Е - напряженность электрического поля  
H - напряженность магнитного поля 
H – гамильтониан; энтальпия  
ħ = 1.0546 10-34 Дж с ≈ 6.6 10-16эВ с - постоянная Планка 
G – вектор обратной решетки  
F – свободная энергия, сила(f) 
G  - свободная энергия Гиббса 
g – гиромагнитный фактор  
gJ – фактор Ланде (I) 
g(E) – плотность электронных состояний 
I (Is) – намагниченность (в насыщении) 
J – обменный интеграл; интеграл перекрытия; полный угловой момент 
j, j -  вектор и величина тока, квантовое число полного орбитального момента, 
Кn - константы (кристаллической) анизотропии 
k - волновой вектор 
k, kB - константа Больцмана (= 1.38 10-23 Дж/К ≈ 8.6 10-5 эВ/К) 
L - момент сил; орбитальный момент  
М – магнитный момент (намагниченность) 
М –масса (атома) 
m=9.109534 10-31кг - масса покоя электрона, 
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n -  объемная плотность электронов 
NA = 6.022 1023  - число Авогадро 
NP – размагничивающий фактор 
Р, р – угловой момент, давление 
p – импульс, р = |p| 
q  - (квази)волновой вектор, q = |q| 
RH = Ey / Hjx - коэффициент Холла 
S, S,  s  – спин; энтропия  
T - температура, 
U – потенциальная, свободная энергия 
Ueq - потенциальная энергия в равновесии 
V – объем, потенциал 
W - вероятность (столкновений) 
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